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反転層型の MOSFET は，原理的にノーマリーオフ特性を示すことから，信頼性や省エネ性に優

れており，Si や SiC を用いたパワーデバイスが広く普及している。ダイヤモンドは，これらと比

較して高い絶縁破壊電界やキャリア移動度を有しており，さらなる高耐圧や高周波を見据えた材

料である。ダイヤモンドにおける重要課題の一つが深い不純物準位である。深い不純物準位は，

キャリアの熱的な活性を妨げ，ドリフト抵抗，つまりはオン抵抗を制限する。 

本研究では，深い不純物準位を逆に活かす新しい MOSFET 構造を提案する。Fig.1 に，ドリフ

ト抵抗フリー構造を有する MOSFET とその着想の原点である Schottky-pn ダイオード（SPND）構

造を示す。SPND は，耐圧とオン抵抗における従来のトレードオフを打開する可能性のある構造

であり，順方向電圧印加時において流れるホールに対して n-層が抵抗にならないという特徴があ

る 1,2)。この n-層を厚くすると，中性領域が現れて，深いドナー準位によりオン抵抗が著しく高く

なる。反転層で n-層の厚さを制御すれば，ドリフト抵抗フリーと高耐圧を同時に実現できると考

えた。Fig.2 に実際に得られたドレイン電流-ドレイン電圧特性を示す。ゲート電圧でドレイン電流

が制御でき，200 V以上の耐圧が得られた。本講演では，予想する動作原理から紹介する。 

 

Fig.1 (a) Drift resistance free-diamond MOSFET      Fig.2 (a) Optical image of MOSFET 

(b) Schottky-pn diode as the starting point of new structure  (b) Drain current-drain voltage of MOSFET 
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